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Este invento se refiere a un dispositivo de ter- 
mistor, que presenta un coeficiente de resistividad a tra­
vés de un alcance útil continuo de temperatura, que excede 
considerablemente de cualquier dispositivo de termistor 
conocido al presente, en el que un cristal simple de dia­
mante es el material de resistencia.

Los termistores, o resistores térmicamente sen­
sibles, son bien conocidos. Están preparados desde una va 
riedad de materiales semi-conductores, policristalinos o 
de cristal simple, éxidos metálicos usualmente comprimidos, 
todos los cuales exponen de una manera u otra una variación 
de resistencia con un aumento de temperatura en el sentido 
negativo, o en algunos casos en el sentido positivo. Los 
intentos anteriores se han hecho para utilizar en termisto 
res él diamante semi-conductor que se presenta naturalmente. 
Véase por ejemplo, Rodgers, &.B. y Raal, F.A., Rev. Sci. 
Instr. Vol 31, página 663 (i960). Sin embargo, el abaste­
cimiento de tales diamantes, que se presentan naturalmente; 
cuyas propiedades semi-conduotoras están fijadas para todo:: 
los fines prácticos, es extremadamente limitado y reduce 
enérgicamente su utilidad comercial en dispositivos de 

termistor. Además, y más significativamente, el diamante 
de yaoimiento natural, nunca ha demostrado características 
de termistor útiles por encima de un alcance de temperatu­
ra materialmente mayor que los termistores conocidos. No 
existe ningún dispositivo sencillo de termistor disponible 
al presente, que funcione por encima de un alcance continuo 
de temperatura mayor que alrededor de 450SC.
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El presente invento procura un dispositivo de 
termistor único, capaz de extender hasta 2 a 3 veces el al­
cance efectivo de acción termal de los termistores. Es ca­
paz de funcionamiento continuo a temperaturas, que van des­
de la criogénica, es decir aproximadamente 10BK, hasta tem­
peraturas tan altas o posiblemente más altas que 800SC o 
sobre un alcance total tan grande como 10003C, o bien, en 
algunos casos, aun mayor. Es una característica del preset 
te invento que la resistividad es casi una función lineal 
de temperatura sobre porciones considerables de sus alcan­
ces operativos.

Se ha desoubierto que las ventajas del presente 
Invento pueden conseguirse en un termistor, que posee un 
coeficiente de temperatura negativo de resistividad, cuyo 
elemento tanteador está hecho de un cristal simple de dia­
mante semi-conductor, sintéticamente producido, que es cul­
tivado bajo condiciones cuidadosamente controladas, y en 
que se introducen en el cristal patrón muy pequeñas propor­
ciones de un material iniciador. La resistividad de los 
cristales puede variar desde tan baja como 10**2 ohmios cm. 
hasta tan alta como 10^3 ohmios cm. Un cristal de diaman­
te simple semi-conductor típicamente varía alrededor de 
500.000 ohmios por encima del alcance de temperatura operan 
te de los presentes termistores. Los termistores son capa­
ces de operación por encima de un alcance de temperatura 
desde aproximadamente menos 2602C hasta tan alto como 800SC 
y por encima. Este resultado es particularmente desusado

25
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en vista del hecho de que el diamante semi-conductor de ya­
cimiento natural, conocido como tipo 11b, hasta ahora ha pre 
sentado una temperatura máxima de funcionamiento de alrede­
dor de 350SC. Los termistores del presente invento posáen 
coeficientes de temperatura de resistividad, comercialmente 
utiles, que representan en tanto por ciento de variación de 
resistividad por grado C, sobre un intervalo de temperatura 
de por lo menos 500SC, hasta en algunos casos, en exceso de 
1000RC. Un coeficiente de temperatura de resistividad, co- 
.mercialmente útil es generalmente mayor que 0,05% y en la 
mayoría de los casos mayor que 0,1%. Hasta donde es conoci­
do, ninguna característica de termistor de esta magnitud se 
ha producido jamás anteriormente a partir de ningún material 
semi-conductor disponible.

El invento se comprenderá mejor por la siguiente 
descripción tomada en conexión con el dibujo adjunto en que 

en los dibujos:
la fig. 1 es una vista en sección transversal de 

un dispositivo de termistor del invento;
la fig. 2 ilustra el cambio de resistividad R 

del diamante (dn) del tipo 11b de presencia natural en com- 
-paración con el diamante (ds) semi-conductor representativo 
del invento a través de un alcance de temperatura T de apro­
ximadamente 10002C; y

la fig. 3 es una vista en sección transversal de 
un típico recipiente de reacción usado para preparar diaman­
te semi-conductor de cristal simple según el invento.
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En su forma preferida, el termistor según el in­
vento, comprende un diamante de cristal simple, semi-conduc 
tor, dos "cabezales" conductores unidos a superficies opues­
tas del cristal simple, dos conductores eléctricamente con­
ductivos unidos a los cabezales y una envuelta resistente 
al calor rodeando y cerrando el elemento de resistencia y 
los conductores. Uno de estos termistores está ilustrado 
en la fig. 1, en que un diamante 1, de forma sustancialmen­
te cúbica, está unido, a través de superficies opuestas del 

10 -mismo por material de trabazón 2, a cabezales 3? 3'* Los 
cabezales están a su vez soldados a conductores 4, 4' eléc­
tricamente conductivos. El diamante 1 y los cabezales 3) 3 
están encajados en una envuelta 5 de vidrio resistente a al­
ta temperatura, que también cierra herméticamente una atmés- 

16 fera 6 no oxidante para el diamante 1. Una envoltura 7 ex­
terior refractaria que puede ser un refractario tal como el 
vendido bajo la marca Pyroceram, envuelve todo el conjunto.
El dispositivo de termistor mostrado en la fig. 1 está gran­
demente aumentado para mayor claridad. Normalmente, un la- 

20 do de diamante 1 en forma de cubo variará de 250 a 300 micrajs 
de tamaño.

25

El material de cabezal que, por ejemplo, puede ser 
el metal molibdeno o tungsteno, disipa efectivamente el ca­
lor y como tal actúa como sumidero de calor durante el fun­
cionamiento del termistor en ciertas aplicaciones. El molib 
deno o tungsteno se une bastante eficazmente con el vidrio 
o con otra envoltura refractaria, en que el termistor esté
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encerrado y procura un ajuste entre el coeficiente de expan 
sien del conductor metálico y del vidrio de tal manera que 
obtiene un cierre hermético satisfactorio y se mantiene so­
bre todo el alcance de las temperaturas cooperativas pro - 
puestas.

La elección del material de trabazón en el ter- 
mistor es crítica. Tiene que producir contactos óhmicos, 
tiene que poseer las propiedades características de expan­
sión y, naturalmente tienen que realizar la muy difícil mi­
sión de unir el diamante con el resto del conjunto. La 
unión entre el diamante y el conductor eléctricamente con­
ductivo, o si se usa un cabezal, la unión entre el diamante 
y el material del cabezal, tienen que procurar un contacto 
òhmico o no rectificador a través de toda la superficie de 
unión del diamante. El material de trabazón deberá tener 
un coeficiente de expansión igual o mayor que el diamante 
y que el material refractario en que está encajado el ter- 
mistor. Esto se debe porque casi todo el material refrac­
tario tiene un mayor coeficiente de expansión que el diaman - 
te. Si el material de trabazón tuviera un coeficiente de 
expansión más bajo que el diamante o que el material refrac 
tario, entonces a temperaturas elevadas habría una pérdida 
de contacto eléctrico o por lo menos una conducta electró­
nica errática no característica del elemento tanteador, sino 
más bien de los fenómenos de contacto resultantes. El mate 
rial de trabazón, por lo tanto, compensa en cierta extensión 
la aguda diferencia en coeficiente de expansión entre el

25
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diamante y el vidrio u otro material, del que esté hecha la 
envoltura. Se ha encontrado que ciertas aleaciones de pala- 
dio son particularmente eficaces para unir los cristales a 
los conductores.

En su forma preferida los cristales de diamante 
son prismas rectangulares, o incluso más preferentemente, 
tienen forma cúbica sustancialmente. Tales formas procuran 
dos superficies planas paralelas opuestas, a las que están 
unidos los conductores eléctricamente conductivos, ^sta con 
figuración facilita la producción y procura la reproductibi- 
lidad y rendimientos comercialmente aceptables. La síntesis 
de los cristales de diamante según el invento necesariamente 
requiere control muy preciso de las condiciones de crecimien 
to, no solo a causa de los anteriores requisitos de forma, 
sino porque comprende la introducción de cantidades homgenea 
mente distribuidas, muy pequeñas pero precisas, del así lla­
mado iniciador, dentro del cristal patrón, mientras que el 
cristal mismo se produce bajo condiciones de extremada alta 
presión y temperatura. Con el fin de obtener el control pre 
ciso sobre el nivel y uniformidad del Iniciador en el cris­
tal de diamante, especialmente a los bajos niveles requeri- 

-dos para producir productos de termistor comercialmente acep 
tables, los cristales deberán hacerse crecer de un modo re­
lativamente lento. Las condiciones de crecimiento de dia­
mante, que se han encontrado que producen cristales de for­
ma óptima y contenido de iniciador para los fines del inven­
to, comprenden una presión desde alrededor de 45 hasta aire-
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dedor de 60 kilobares y una temperatura desde alrededor de 
1.100 hasta alrededor de 1.700SC, en presencia de un mate­
rial iniciador homogéneamente mezclado con un catalizador 
para crecimiento de diamantes. Naturalmente se reconocerá 
que la elección de una presión y de una temperatura es de­
pendiente del catalizador e iniciador específicos utiliza­
dos, del nivel requerido de iniciación, de la forma desea­
da del cristal de diamante y del grado,en el que se requie­
ren propiedades reproducfbles para los dispositivos de ter- 

. mistor. Generalmente el procedimiento de introducir un ma­
terial iniciador tal como boro en el diamante durante el 
crecimiento del diamante, se muestra, por ejemplo, en la 
patente de EE. UU. Na 3-148.161 de Wentorf y otros, que se 
concedió el 8 de Septiembre de 1964. La exposición de esta 
patente se incorpora aquí como referencia.

Los iniciadores, que pueden utilizarse para pre­
parar los cristales de diamante del invento, pueden ser, 
por ejemplo, boro, aluminio y berilio. $a cantidad de ini­
ciador variará originalmente desde alrededor de 0,001% has­
ta alrededor de 1,0% de peso del diamante. Estos límites 
variarán dentro de este alcance para un iniciador específi- 

" co y también dependerán de las características electrónicas 
deseadas. La cantidad de iniciador de boro en diamante, 
por ejemplo, deberá ser desde 0,001% hasta alrededor de 
0,15% de peso. El origen del material iniciador es prefe­
rentemente un iniciador de alta pureza en su forma elemen­
tal.

25
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Con el fin de obtener características de termistor 
satisfactorias, el iniciador tiene que estar homogéneamente 
dispersado a través del cristal de diamante. Para obtener 
tal nivel uniforme de iniciador, es esencial que el inicia­
dor sea dispersado homogéneamente a través del sistema de 
crecimiento, -̂ sto se hace preferentemente mezclando de mo­
do -homogéneo el iniciador con el catalizador. Si esta dis­
persión homogénea a través del sistema de crecimiento no se 
alcanzase, el nivel de iniciador en los cristales producido:
.en el procedimiento de crecimiento diferirá de cristal en 
cristal y dentro de cada cristal, y como resultado no se 
obtendrán características consistentes de temperatura-resis-- 
tividad. Por las razones precedentes se prefiere que el in:. 
ciador se introduzca durante el crecimiento del cristal.

Después de preparar los cristales simples semi­
conductores, los cristales, así como los restantes componen 
tes del conjunto de termistor, se limpian, se unen los con­
ductores a las dos caras de los cristales para producir con 
tactos éhmicos, y los cristales y conductores se encapsulan 
en una envuelta refractaria en una atmósfera no oxidante.
El material refractario deberá tener una temperatura mecáni-- 

* ca de trabajo por encima de la temperatura operativa máxima 
propuesta del termistor, preferentemente por encima de 800S(!. 
La temperatura mecánica de trabajo en el caso de vidrio es­
tá representada por su punto de carga.

Se ha encontrado preferible encapsular el cristal 
y la porción inmediatamente adyacente de los conductores en
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la envuelta refractaria, tal como vidrio, para impedir oxi­
dación que pudiera ocurrir en el material de trabazón para 
el cristal y en la zona de soldadura entre el cabezal y el 
conductor, si se usa un cabezal. La envuelta también sirve 
para conferir estabilidad mecánica y para evitar la oxida­
ción del cristal.

Más específicamente, el proceso del montaje del 
termistor se realiza como sigue. Todos los componentes del 
termistor en conjunto primeramente se limpian con cuidado 
químicamente para quitar catalizador u otra impureza de la. 
superficie del diamante. Tal limpieza es necesaria, tanto 
con el fin de obtener una unión mecánica satisfactoria con 
el cristal en el dispositivo del termistor, como también 
para obtener las necesarias características eléctricas esta 
bles y reproducibles en el termistor. Esto puede realizarse 
por una limpieza inicial del diamante con un fuerte ácido, 
volviendo a limpiar el cristal y limpiando los restantes 
componentes del termistor con disolventes adecuados para 
eliminar la grasa y secar.

Después de la limpieza, el conductor puede ser su 
jetado directamente a la superficie del cristal por una va­
riedad de técnicas de enlace, tales como aleación, unión de 
difusión, compresión termal, soldadura-ultrasónica o unión 
por cabeza de clavo. Si se usa un cabezal, el material de 
trabazón puede ser primero depositado sobre el cabezal por 
evaporación, en la forma de una pasta o colocando un disco 
de aleación preformado sobre el cabezal e inflamando en una
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atmósfera no oxidante. Son aleaciones adecuadas para unir 
y poner en contacto el cristal, oro-níquel-cromo, hierro- 
cobalto-níquel vendidas bajo la marca Kovar, paladio-níquel 
y paladio-nfquel-cromo. Estas últimas aleaciones de paladic 
son materiales de trabazón preferidos para el invento, 
^ateríales adecuados, de los que pueden hacerse los mismos 
conductores eléctricos, son tungsteno, molibdeno o Kovar.

Los componentes del termistor, incluyendo el cris­
tal de diamante, el cabezal conteniendo el material de tra- 
.bazón depositado, los conductores y un tubo de vidrio para 
encapsulación, se colocan después en una estación fundidora 
para la reunión. El cristal usado para encapsulación tiene 
que ser un cristal resistente a alta temperatura, tal como 
el cristal de Corning de aluminio-silicato 1723 ó equivalen­
te. La estación fundidora deberá ser purgada de modo que 
los componentes del termistor se cierren herméticamente en 
una atmósfera que no es oxidante. Esta atmósfera tiene que 
ser un gas inerte tal como argón, helio o nitrógeno, una 
atmósfera al vacío o una tamósfera reductora tal como hidró­
geno o gas de formación. Los gases deberán estar preferen­
temente liberados de oxígeno y de humedad para conseguir un 

"punto de rocío de menos de -7320. Una presión desde 5 a 
3.500 p.s.i.g. se aplica después a los extremos de los con­
ductores mientras que los lados de los conductores son sopor 
tados si fuera necesario, dependiendo la presión específica 
del material de trabazón usado. Los componentes se calien­
tan después hasta alrededor de 9002 a 1,2002C para cerrar el 
termistor y unir los componentes en un dispositivo compuesto.
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Finalmente el conjunto compuesto puede ser ulte­

riormente encapsulado en un material refractario de alta teg, 
peratura para proteger los extremos de los cabezales de ex­
cesiva oxidación durante el funcionamiento del termistor a 

g temperatura elevada. Un material adecuado para encapsular 
todo el conjunto es el vendido bajo la marca Pyroceram.
Sin embargo, cualquier vidrio capaz de resistir el alcance 
de temperatura de funcionamiento de los termistores, puede 
ser utilizado.

10 - Los siguientes ejemplos ilustran la puesta en prát
tica del invento. Un aparato de correa del tipo descrito 
en la antes mencionada patente de EE. UU. N3 3.148.161 se 
utilizó para el crecimiento del cristal con el ejemplo 1.

Ejemplo 1
15

20

25

Un cristal de diamante fue preparado por utilización - 
de la configuración de celda de reacción mostrada en la fig. 
3 del dibujo. El recipiente de reacción 10 comprendió un ci­
lindro 11 de pirofilita. Colocados concéntricamente dentro 
del cilindro estuvieron un tubo de níquel 12 y un tubo de 
grafito 13 adyacentes entre sí y centrados en el reoipiente 
de reacción. Bolitas de grafito 14 y discos de catalizador 
15 se colocaron después alternativamente para llenar el es­
pacio cilindrico a lo largo y en toda la longitud del tubo 
de níquel y grafito. Los discos catalizadores de níquel- 
hierro conteniendo el boro de alta pureza disperso homogénea 
mente, fueron típicamente desde 0,005 pulgadas hasta 0,010 
pulgadas de grosor. El grafito puede ser cualquier grafito
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de alta pureza. El boro se agregó en una cantidad de 0,1% 
de peso de catalizador y de iniciador. Un tapón de grafito 
16 se ajusta en los extremos superior e inferior del conjun 
to para contener el grafito y el catalizador dentro del re­
cipiente de reacción. Discos terminales 17 eléctricamente 
conducidos estuvieron previstos para conducir corriente al 
tubo de grafito y a través del conjunto de grafito-cataliza 
dor. Este tipo de recipiente de reacción procura el calen­
tamiento de la mezola directamente, es decir procurando que 

. la corriente fluya a través de la muestra misma.
El conjunto se colocó después en el aparato de 

prensa y se sometió a una presión de alrededor de 50 kiloba- 
res y se calentó subsiguientemente a una temperatura de 
1.400SC. El conjunto se mantuvo en estas condiciones duran 
te 10 minutos, despúes de lo cual se hizo descender la tem­
peratura desconectando el suministro de corriente,después 
de lo cual la presión se redujo lentamente a la presión at­
mosférica y la muestra se extrajo del recipiente de presión. 
Los cristales semi-conductores se recuperaron entonces de 
la muestra eliminando químicamente el grafito, el metal ca­
talizador y la restante pirofilita disolviendo en mezclas 

" de ácido sulfúrico y nítrico, ácido clorhídrico y nítrico y 
ácido fluorhídrico diluido respectivamente en proporciones 
normales.

25 Ejemplo 2
Los cristales de diamante preparados como se citó 

arriba, se separaron después por tamaño y forma. Las forma:
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particulares se agruparon en tamaños con diferencias de mi­
eras solamente. Este control exacto es muy esencial para 
la-fabricación de dispositivos, cuyas características, por 
lo menos en parte, dependen del tamaño efectivo del elemen­
to activo. Los cabezales con los conductores soldados a lo¡3 
mismos se revistieron después con metal con una aleación de 
Pd-Ni-Cr (61,9% Pd, 23,3% Ni y 4,8% Cr en peso). Los cris­
tales, asi como los conductores de Kovar y los cabezales re 
vestidos de metal de milibdeno y el vidrio encapsulador se 

. limpiaron con un disolvente orgánico para eliminar toda gra 
sa o material orgánico. Las partes se secaron después en 
un ambiente de aire a 100SC.

Las partes del conjunto-cabezales y conductores, 
cristal y vidrio en la forma de un pequeño cilindro se reu­
nieron en una armadura apropiada y se colocaron dentro de 
la zona caliente de un elemento* calentador que fué rodeado 
por una pantalla de gas hermética al vacío, que permitió la 
aleación del material de trabazón y del cristal y el cierre 
simultáneo de vidrio sobre los conductores que tenía que 
hacerse en una atmósfera reductora de gas formador teniendo 
un punto de roció de menos de -73^0 para evitar la oxidación 

" de los conductores y del material de trabazón, para fomen­
tar la suficiente unión del cristal al conductor, así como 
para procurar un ambiente no oxidante para el cristal, cuan 
do se cerró herméticamente en el vidrio. Una presión de 
2.000 p.s.i.g. se aplicó durante la operación de unión y 
cierre hermético para conseguir un contacto completo simul-
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táneo y óhmico entre el cristal y el cabezal.
Es importante que el gas de cierre hermético esté 

libre de todo oxígeno puesto que las características de oxi­
dación del cristal influirían gravemente en la conducta elec 
trónica del elemento a las máximas temperaturas de funcio­
namiento para las que se destinan a ser utilizados los dis­
positivos del invento. La temperatura de cierre hermético 
de los componentes variará desde 950SC a 1.100BC dependien­
do de la aleaoión y del material de encapsulación usados. 
Todo el ciclo de calentamiento y refrigeración, incluyendo 
el tiempo para el apropiado temple del cristal encapsulador. 
típicamente no dura más de 60 segundos.

El dispositivo se extrajo después de la armadura 
de cierre hermético y una pequeña cantidad de pasta cerámi­
ca Pyroceram NS 45 se aplicó alrededor y ligeramente más 
allá de la zona encapsulada y se secó. Esto fué seguido 
por un ciclo de cura a 750BC durante 5 a 15 minutos. La 
aplicación de este segundo revestimiento refractario se hi­
zo al fin de proteger de la oxidación la zona, donde los 
conductores estén unidos al cabezal y, por lo tanto, se api;, 
có en esta configuración especifica. Los conductores Kovar 
se limpiaron después de su revestimiento de óxido y se pla­
quearon con cromo. Esto se encontró como muy eficaz para 
proteger los conductores de Kovar a las temperaturas de fun 
cionamiento del dispositivo durante periodos prolongados 
de tiempo.

También se han utilizado con éxito conductores
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hechos de metales preciosos tales como platino o paladio, 
así como metales de base revestidos con un metal precioso * 
tal como molihdeno revestido con paladio. En estos casos 
no se necesita ningún revestimiento protector de cromo, 

g Los dispositivos de termistor del presente inven­
to deberán extender multiplicando la utilidad de dispositi­
vos de termistor. Este es un resultado no solamente del al 
canee de temperatura de funcionamiento grandemente ampliado 
de los presentes termistores, sino también a causa de su 

1 0 . mayor estabilidad termal y ambiental y porque poséen resis­
tividad relativamente lineal frente a características de 
temperatura.

Curvas típicas ilustrando la resistividad frente 
a la temperatura para diamante natural semi-conductor tipo 

lg 11b en contraste con las correspondientes características 
del dispositivo termistor del ejemplo 2, se ilustran en la 
fig. 2. Como se muestra allí, el diamante semi-conductor 
natural 11b posee una curva, cuya inclinación le hace útil 
a una temperatura máxima de alrededor de 350BC. Esta con­

go ducta es característica, dentro de estrechos límites, de to 
dos los diamantes naturales semi-conductores investigados 

- hasta hoy. A causa de que la curva varía desde una inclina 
ción negativa a una positiva aproximadamente a 350SC, esen­
cialmente es inútil como material termistor por encima de 
una temperatura tal como 3503C. Además su utilidad práctica 
está severamente limitada por encima de alrededor de 3003c 
a causa de la inclinación muy plana que comienza en este
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punto y que se extiende más allá. Por otra parte, la curva 
de resistividad de los diamantes según el invento posee va­
lores útiles desde alrededor de menos 260RC hasta por enci­
ma de 800SC. Además, como puede observarse en el dibujo, 
la curva es casi lineal sobre porciones extensas de este 
alcance.

10
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Además, los termistores según el invento poseen 
la ventaja adicional de una ausencia virtual de toda clase 
de efectos de polaridad significativos o de características 

.rectificadoras. En adición, los termistores poséen una con­
ductibilidad termal extremadamente alta, dando por resultado 
una excelente posibilidad de respuesta del dispositivo, 
Están hechos de la sustancia más dura conocida, aumentando 
así su capacidad de resistir a extremos de presión. Posáen 
resistencia extremadamente alta al ataque químico, a efec­
tos higroscópicos y a la abrasión. Poséen por lo menos sus­
ceptibilidad a los efectos de radiación de casi cualquier 
material conocido, de valor potencial en aplicaciones aero- 
espaciales. Poséen el más elevado movimiento termal según 
Debye implicando temperaturas a la más baja frecuencia cono­
cida para cualquier sustancia a cualquier temperatura parti­

cular, y también están sujetos al mínimo a efectos termales 
intrínsecos de interferencia.

Los dispositivos de termistor conteniendo nitruro 
de boro cúbico de cristal simple.como material de resisten­
cia son el objeto de la solicitud de patente de EE. UU. de 
los mismos solicitantes serie NS 543.588 presentada en la
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misma fecha con la presente y cedida al mismo cesionario 
del presente invento.

8

N 0

10 ^a presente patente de invención, comprende las 
siguientes reivindicaciones:

15

20

1.- Dispositivo de termistor, caracterizado por 
comprender un cristal simple de diamante semi-conductor y 
dos conductores eléctricamente conductivos, unidos a dicho 
cristal, para procurar contacto óhmico con el mismo, tenien 
do dicho termistor un coefioiente de resistividad en exceso 
de 0,05 sobre un alcance continuo de temperatura en exceso 
de 500SC.

2.- Dispositivo según la reivindicación 1, carac­
terizado porque dicho oristal está cerrado herméticamente 
con un material refractario en una atmósfera no oxidante.

3.- Dispositivo según las reivindicaciones 1 ó 2, 
caracterizado porque dicho cristal y la poroión adyacente 
de dicho conductor están encapsulados en una atmósfera no

25
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oxidante con un material refractario, estando dichos oonduc 
toros eléctricamente conductivos unidos a dicho cristal por 
un material de trabazón teniendo un coeficiente de expan­
sión por lo menos tan grande como el del material refracta­
rio de encapsulación.

10

4.- Dispositivo según las reivindicaciones 1-3, 
caracterizado porque dicho cristal tiene por lo menos dos 
superficies planas paralelas opuestas, a las que están uni­
dos dichos conductores eléctricamente conductivos.

15

5.- Dispositivo según las reivindicaciones 1-4, 
caracterizado porque dicho conductor eléctricamente conduc­
tivo está unido a dicho cristal a través de un material de 
cabezal.

6.- Dispositivo según las reivindicaciones 1-5, 
teniendo un coeficiente de resistividad negativo, caracte­
rizado porque dicho cristal tiene la configuración de un 
prisma rectangular.

7.- Dispositivo según las reivindicaciones 1-6, 
caracterizado porque dicho cristal tiene la configuración 
de un cubo.

8.- Dispositivo según las reivindicaciones 1-7, 
caracterizado porque dichos conductores están unidos al 
cristal con una aleación de paladio y níquel o una aleación 
de paladio y cromo.
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9. - Dispositivo segdn las reivindicaciones 2-8, 
caracterizado porque dicho material refractario es vidrio 
teniendo un punto de carga por encima de 800SC.

10. - Dispositivo segdn las reivindicaciones 5-9y 
caracterizado porque dicho material de cabezal es molibde­
no o tungsteno.

10

11.- Dispositivo segdn las reivindicaciones 1-10 
caracterizado porque dicho diamante está iniciado con bo­
ro, aluminio 6 berilio.

12.- Dispositivo de termistor.

15

Segdn se describe y reivindica en la presente me ­
moria descriptiva y se ilustpa con las figuras que a la mi;3 
ma se acompañan, constando /uich^ memoria de diecinueve ho-
jas filiadas y escritas a

20

por una sola cara.

Madrid, A  ^ 6 ABR. 1967
RLOS ROEB

25



DOS HOJASGeneral E le c tr ic  Cor^any HÜJA 1*.

333980-,

FX3.1



General Electric C0"Si3-Dy DOS HOJAS HOJA J-.


	Bibliographic data
	Description
	Claims
	Drawings



